
Formatoon den SiCn parn CV D

n n n n n n n 1n )n D’après la loi de Hess,  ΔrH° = 3 ΔfH°(HCl) + ΔfH°(SiC) - ΔfH°(CH3SiCl3(g)) = 179n kJ.mol-1

        2)n 
L’enthalpie de la réacton est positie : la réacton dans le sens direct est donc endother㦰ique.

D’après la loi de Van’t Hof, d(LnK°)/dT = ΔrH°/RT2.

ΔrH° > 0 donc K° est une foncton croissante de la te㦰pérature.

3)
En intégrant la loi de Van’t Hof   ( ΔrH° est constante ) :

Ln (K1°/K0°) = (DrH°/R) (1/T0 – 1/T1)

 1/T1 = 1/T0 - (R/ DrH°) Ln (K1°/K0°)  d’où T1n =n 862n K ( qui est bien supérieure à T0, la constante 

étant plus grande).
4)

Quotent de réacton : Qr =  
(PHCl /P°)3

(PCH3 SiCl3 /P°)
 = PHCl3

PCH3 SiCl3 P ° ²

5)
Tableau d’aiance㦰ent

 CH3SiCl3(g) SiC(s) HCl(g) ntot gaz

E.I n 0 0 n
E(t) n (1-α) nα 3nα n(1+αa)
 
6)

A l’équilibre : Qreq = K°(T1) = PHCl eq 3
PCH3 SiCl3 eq P°²

Loi de Dalton : Pi = xi PT = (ni/ ntot gaz) Ptot     et ici  Ptot = P°

D’où 
27αeq

3

(1+2αeq)² (1−αeq)
 = K°(T1) = 10.   On en déduit αeq =n 0,80n (calculete)

7)
Le degré d’aiance㦰ent à l’équilibre est ξeq = n αeq = 0,80 㦰ol.

Q = ΔH ( réacteur isobare) = ξeq ΔrH° = 143n kJ.

8)
D’après la loi de 㦰odératon de Le Châtelier, une aug㦰entaton isother㦰e de pression déplace 
l’équilibre dans le sens d’unen dimioutoon den molesn gazeuses.
Le sens direct correspond à une aug㦰entaton de 㦰oles gazeuses ( Δνg= 3 – 1 = 2 >0)
Donc une aug㦰entaton isother㦰e de la pression déplace l’équilibre dans le sens indirect : αeq 

di㦰inue.
 



9)
Le te㦰ps de ½ réacton correspond au te㦰ps où le no㦰bre de 㦰oles est diiisé par 2 par rapport 
au no㦰bre de 㦰oles inital.
 

n 0,10 㦰ol 0,20 㦰ol 0,30 㦰ol
t1/2 21 㦰in 21 㦰in 21 㦰in

 
Le te㦰ps de de㦰i-réacton est indépendant du no㦰bre de 㦰oles initales : la cinétque est d’ordre

n n n n n n n n 10)
La cinétque est d’ordre 1 : i(t) = k [MTS](t)

la concentraton en MTS  à l’instant t iérife l’équaton diférentelle : - 
d[MTS]

dt  = k [MTS]

 
n n n n n n n n 11)

En intégrant entre t = 0 et t :  Ln ([MTS]/[MTS]0) = - kt ou   [MTS](t)n =n [MTS]0n e
-kt

n n n n n n n n 12)
La loi d’Arrhénius donne : 
A T2 = 1200 K , k(T2) = A exp ( - Ea/RT2)

A T3 = 1300 K , k(T3) = A exp (-Ea/RT3)

Or t1/2n (T3) = Ln2 / k(T3) et  t1/2(T2) = Ln2/ k(T2) et 

t1/2n (T3)n =n  t1/2(T2)/20 donc k(T3)n =n 20n k(T2) d’où :

 Ea = Ln (20) R / (1/T1 – 1/T2) = 388n kJ.mol-1

n n n n n n n n 13)
Une te㦰pérature éleiée faiorise la réacton dans le sens direct (réacton endother㦰ique) ainsi que
la cinétque de la réacton (ioir étude précédente)
Une pression réduite faiorise égale㦰ent la réacton (ioir queston I.C.8)
La te㦰pérature doit rester constante pour ne pas faire iarier la co㦰positon fnale et donc 
l’épaisseur de la couche 㦰ince.


